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 Investigation of seed polarity of SrB4O7 crystal to reduce internal defects.   
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我々はホウ酸系化合物の一つである SrB4O7（SBO）の優れた紫外光透過特性に着目し，紫外レ
ーザー用の硝材応用を目指して単結晶育成に取り組んでいる 1)．従来の結晶育成（+c 軸種結晶）
では，a 軸方向成長領域に形成される光散乱欠陥が上記応用への課題となっている．SBO は種結
晶の c 軸方向の極性によって成長様式が異なることが報告されており 2)，これを参考に本研究で

は-c軸方向の種結晶を用いて結晶育成を試みた． 
3 層式の抵抗加熱炉を用いて，種結晶部の局所冷却機構を備えた Kyropoulos 法により化学量論
比組成原料から-c軸種結晶により結晶育成を行った．16日間の育成期間を経て，Fig.1.に示すよう
な大きさ 32 mm×8 mm×13 mm，重量 14.0 gの単結晶が得られた．+c軸種結晶から育成した結晶
では a軸方向成長領域に光路状に光散乱欠陥が観察されていたが（Fig.2.(a)）3)，今回得られた -c
軸種結晶からの結晶では光散乱欠陥は確認されなかった（Fig.2.(b)）. 
次に，深紫外光による損傷耐性を比較するため，ArF エキシマレーザー（パルスエネルギー1.5 

mJ，波長 193 nm ，繰り返し周波数 3 kHz）を SBO結晶の a軸方向成長領域と水晶に対して連続
照射し，透過光出力の経時変化を調べた．その結果，Fig.3.に示すように水晶と SBO結晶（+c）は
照射後 100 sから 300 sまでの間に透過光出力がそれぞれ 0.082 𝜇J/s，0.063 𝜇J/sの割合で低下した
が，SBO結晶（-c）では透過光出力の低下はほぼ確認されなかった． 
以上の結果から，-c軸種結晶を用いて得られた SBO結晶は光散乱欠陥が少なく，レーザ損傷耐
性に優れていることが明らかになった．講演では欠陥低減メカニズムについても考察する． 
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Fig.1. SBO single crystal grown 
by using a -c-axis seed. 

Fig.3. Transmittance degradation 
under 193 nm laser irradiation 
(𝑙:Thickness of the sample). 

Fig.2. Light scattering of a green laser along the b-axis 
when pointed at the (a)crystal (+c) 3) and (b)crystal (-c). 
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